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Willkommen zur 28. Ausgabe der AR NEWS. Wir möchten Sie auch künftig gern über die Weiterent-
wicklung des Unternehmens und seiner Forschungsprojekte informieren.  

    

1. Neues bei Allresist:  
Anbau für höhere Produktionskapazität 

Wie schon in den letzten AR NEWS erwähnt, war 
das Jahr 2013 sehr erfolgreich. Der Produkt-
Umsatz wurde um 28 % gesteigert und wir konn-
ten eine Vielzahl neuer Kunden begrüßen. Darun-
ter waren überproportional viele Auslandskunden.  

Im Sommer 2013 trafen wir die Entscheidung wei-
tere Produktionskapazität insbesondere für unse-
ren neuen E-Beam-Resist CSAR 62 zu schaffen.        
Für die Erweiterung des Firmengebäudes um 20% 
sind 300 T€ bereitgestellt, auch der Förderantrag  
des Landes Brandenburg ist bewilligt.  

Der Erweiterungsbau dauert von Juni bis Septem-
ber 2014. Da etwa Mitte Juli bis Mitte August der 
neue Bau mit dem bisherigen Gebäude verbunden 
wird, kann es in diesem Zeitraum zu verlängerten 
Lieferzeiten kommen. Eiligen Bestellern empfehlen 
wir eine Bevorratung bis Anfang Juli. 

 

Zweitplatzierte Unternehmerin des Landes 

Brandenburg Bei dem Wettbewerb zur 
Unternehmerin des Landes Brandenburg 2014 
wurde Frau Brigitte Schirmer am 12. März mit dem 
2. Platz geehrt. Neben der Anerkennung der 
herausragenden persönlichen Leistungen der 
Geschäftsführerin bei der Führung und 
strategischen Ausrichtung von Allresist wurde 
durch diese Auszeichung ebenso die 
Firmenphilosophie des kleinen Unternehmens der 
Excellence gewürdigt. Die Ehrungen nahmen Herr 
Ministerpräsident Woidke, Herr Minister Baaske 
und Herr Minister Christoffers vor.  

 
Abb. 1 Minister Baaske überreicht Frau Schirmer die Urkunde 
als Unternehmerin des Landes Brandenburg  



 

Allresist GmbH . Am Biotop 14 . 15344 Strausberg . Tel 03341 / 35 93 - 0 . Fax 03341 / 35 93 - 29 . e-mail info@allresist.de . www.allresist.de 2 

Innovationspreis des Landes Brandenburg  

Die Entwicklung und die erfolgreiche Vermarktung 
des E-Beam Resists CSAR 62 war Inhalt unserer 
Bewerbung um den Brandenburger 
Innovationspreis für Kunststoffe und Chemie 2014. 
Die Jury unter Leitung des Brandenburger 
Wirtschaftsministers Ralf Christoffers lud uns 
daraufhin als nominiertes Unternehmen zur 
Preisverleihung ein. Im Rahmen der 
Clusterkonferenz am 05. Mai 2014 erhielt Allresist 
den Innovationspreis überreicht.     

 
Abb. 2 Verleihung des Innovationspreises Brandenburg durch 
den Brandenburger Wirtschaftsminister Ralf Christoffers 

 

2. Leitfähiger Schutzlack für die E-

Beam-Lithographie SX AR-PC 5000/90.2 

Bereits in den letzten AR-News haben wir kurz 
von der Entwicklung unseres neuen leitfähigen La-
ckes SX AR-PC 5000/90.2 (Basis Polyanilinderivat), 
der sich besser als sein Vorgänger für die Beschich-
tung aller E-Beam Resists eignet, berichtet. In be-
währter Zusammenarbeit mit dem IDM wurden in 
den letzten Wochen die Synthese des Polyanilin-
derivates und die Beschichtungseigenschaften des 
Resists weiter optimiert. Weiterhin konnten die 
sehr guten Untersuchungsergebnisse der an der 
MLU Halle durchgeführten Testserien inzwischen 
von weiteren Anwendern u.a. von der Firma Raith, 
bestätigt werden. Die Qualifizierungsphase ist da-
mit weitgehend abgeschlossen und Muster des SX 
AR-PC 5000/90.2 sind ab Mai 2014 lieferbar. 

Der SX AR-PC 5000/90.2 kann genauso wie der 
SX AR-PC 5000/90.1 als leitfähige Beschichtung 
zur Vermeidung der Aufladungen bei der E-Beam-
Lithographie, die besonders bei Quarzsubstraten 
und GaAs zu störenden Effekten führen, genutzt 
werden. Im Unterschied zum bisherigen Resist SX 
AR-PC 5000/90.1 kann der neue SX AR-PC 
5000/90.2 auch für auf novolakbasierte Lacke (AR-
N 7500, AR-N 7520, AR-N 7700, AR-N 7720, 
AR-P 7400, X AR-N 7700/30) verwendet werden, 

da die wässrige Lösung die Lackoberflächen nicht 
angreift.  

Der SX AR-PC 5000/90.2 zeigt darüber hinaus ei-
ne höhere Leitfähigkeit und kann im Gegensatz 
zum /90.1 auch nach intensiver Bestrahlung mit 
Wasser leichter entfernt werden, da das verwen-
dete leitfähige Polymer kaum zur Ausbildung 
schwer löslicher vernetzter Strukturen neigt. 

 

Abb. 3 200nm Ti/Gold-Quadrate, Abstand 5 µm auf 1 mm 
dickem Glas (Objektträger) 

 

3. E-Beamresist SX AR-N 7530/1 für 

Weißlicht-Applikationen 

Prozessstabile Negativ-Lacksysteme, die bei einer 
ausreichenden Empfindlichkeit Auflösungen < 30 
nm ermöglichen, sind von zunehmenden Interesse 
für Anwendungen der Elektronenstrahllithographie. 
Viele chemisch verstärkten E-Beamresists verfügen 
zwar über eine sehr hohe Empfindlichkeit, eignen 
sich jedoch bisher nur für die Herstellung von 
Strukturen bis zu einer Auflösung von etwa 60 nm. 
Nicht chemisch verstärkte E-Beamresist (z.B. AR-N 
7500) besitzen zwar das Potential für Auflösungen 
< 30 nm, sind dafür aber weniger empfindlich und 
erfordern daher lange Schreibzeiten. 

Seit Mitte 2012 ist unser hochempfindlicher, nega-
tiver E-Beamresist AR-N 7520 neu (frühere Be-
zeichnung SX AR-N 7520/4) auf dem Markt, der 
Strukturauflösungen von etwa 30 nm bei einer ho-
hen Empfindlichkeit ermöglicht und außerdem eine 
sehr gute Langzeitstabilität aufweist. Der AR-N 
7520 neu muss unter Gelblichtbedingungen verar-
beitet werden, da er ebenfalls über eine hohe 
Lichtempfindlichkeit im Wellenlängenbereich von 
300 – 380 nm verfügt.  

Mit dem SX AR-N 7530/1 (frühere Bezeichnung 
SX AR-N 7520/15.4) wollen wir einen neuen ne-
gativ arbeitenden E-Beamresist vorstellen, der auch 
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unter Weißlichtbedingungen eingesetzt werden 
kann und über genauso gute Eigenschaften verfügt 
wie der inzwischen gut etablierte Resist AR-N 
7520 neu. Der SX AR-N 7530/1 ermöglicht eben-
falls Auflösungen bis etwa 30nm bei gleicher Emp-
findlichkeit. Er eignet sich auch für eine UV-
Strukturierung im Wellenlängenbereich von 250 - 

290 nm und kann daher dort auch für Mix&match-
Anwendungen eingesetzt werden. 

Die Abhängigkeit der Dosis von der Strukturbreite 
ist in den folgenden Abbildungen 4 und 5 am Bei-
spiel des SX AR-N 7530/1 dargestellt. Bei einer 
Strukturbreite von 5 µm wird nur eine Dosis von 
ca. 13 µC/cm² (30 kV) benötigt. Für 100-nm-Linien 
liegt die benötigte Dosis dagegen im Bereich von 
35 – 40 µC/cm² (s. Abb. 5). Sehr ähnliche Ergeb-
nisse wurden auch beim AR-N 7520 neu erhalten. 

    

Abb. 4 + 5: Dosisabhängige Breite der Linien  

 

Mit dem SX AR-N 7530/1 wurden die Strukturen 
von 35 nm in guter Qualität erzeugt (s. Abb. 6).  

        

Abb. 6: 35 nm-Steg mit dem Muster SX AR-N 7530/1 

Der Weißlicht-E-Beamresist SX AR-N 7530/1 
steht ab Mai 2014 unseren Kunden zur Verfügung.  

 

4. AR-P 3540 MIF - ein Resist der mehr 

kann! 

In gewohnter Weise bieten wir unseren Partnern 
die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Ergebnisse in 
unseren AR NEWS zu veröffentlichen.  

Aus Thüringen berichteten die Herren Klaus-Dieter 

Preuß - Entwicklungsingenieur im CiS Forschungsinsti-

tut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH sowie 

Dr. Axel Weidner  - Geschäftsführer der ML Mikro-

lithographie Service GmbH Jena: 

Es liegt schon eine kleine Weile zurück, als die Allre-
sist GmbH und das CiS Forschungsinstitut für Mik-
rosensorik und Photovoltaik GmbH gemeinsam den 
ersten metallionenfreien Positiv Resist mit dem da-
zugehörigen metallionenfreien Entwickler AR 300-
475 und dem Verdünner AR 300-12 entwickelten.  

Hintergrund war die relativ hohe Na+-
Konzentration von > 3,88 ...10,11 x 1011 cm-2 im 
damaligen Standardresistsystem AR-P 354 und im 
Entwickler AR 300-48.     

In unserer heutigen Zeit sind innovative Produkte 
der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik durch 
eine rasche Zunahme der Funktionalität und Zuver-
lässigkeit gekennzeichnet. Diese Trendentwicklung 
ist zwangsläufig auch mit einer ständigen Weiter-
entwicklung von Prozesschemikalien verbunden. 

Die Anprobe des Na+-freien Resistsystems im CiS-
Waferprozess erfolgte neben der technischen Inno-
vation und der Erreichung eines akzeptierten 
Grenzwertes für mögliche Na+-Ionen im Resist u.a. 
zur Realisierung folgender weiterer Zielstellungen: 

- mögliche positive Beeinflussung der elektri-
schen Parameter von Sensoren 
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- definierte Basis zur Einführung neuer techno-
logischer Verfahren im Herstellungsprozess 
von Sensoren. 

Am 12. Mai 2005 war es dann soweit, um 03.06 
Uhr wurden im CiS-Waferprozess alle Belackungs-
systeme auf das neue „Na+-freie Resistsystem“ mit 
AR-P 3540 MIF/AR 300-475 umgestellt. Während 
der Einführungsphase vom 12.05.2005 bis 
16.06.2005 traten keine Probleme auf und so wur-
den mittlerweile schon mehrere Tausend Liter des 
AR-P 3540 MIF von der Allresist GmbH gekauft 
und erfolgreich im Waferprozess des CiS weiter-
verarbeitet. 

So viel zur Historie – aber die Erfolgsgeschichte 
geht weiter. Das CiS als Partner für die produkti-
onsorientierte Forschung und Entwicklung von 
neuen Sensorlösungen und Mikrosystemen erfüllt 
zum anderen auch anwendungsnahe und markt-
vorbereitende Forschungsaufgaben im Auftrag der 
öffentlichen Hand. Dabei orientiert sich das Institut 
sowohl an den Schwerpunkten europäischer For-
schungsprogramme wie auch an den Forschungs-
vorhaben des Bundes und des Landes.  

Aktuell wird u. a. das Projekt „RadioMed“ mit einer 
Laufzeit vom 01.07.2012 bis zum 30.04.2014 bear-
beitet. In diesem Projekt spielt der AR-P 3540 MIF 
eine wichtige Rolle. 

Durch die Verknüpfung  klassischer maskengestütz-
ter Belichtungsverfahren (Kontakt-, Proximity- und 
Projektionsbelichtung) mit moderner, maskenloser 
Lithographie (Laser- und Elektronenstrahlbelich-
tung) sollen in diesem Projekt die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um Strukturierungsleistungen 
bis in den Sub-Mikron-Bereich durchzuführen.  

Mit diesen Arbeiten zielt das RadioMed-Projekt auf 
die Steigerung der Anwendereffizienz von Belich-
tungstechniken, insbesondere in Form eines Mix-
Match-Betriebes für MEMS und sensorische Prozesse. 

In Analogie zur bekannten fotolithographischen 
Strukturierung wird hier mittels gesteuertem Laser-
strahl der AR-P 3540 MIF    chemisch verändert und 
durch die nachfolgende Entwicklung gelöst. Über 
Testserien werden neue Einsatzgebiete für den 
AR-P 3540 MIF in der maskenlosen Lithographie 
erprobt und bewertet.  

Da es für die Laserlithographie im CiS Forschungs-
institut zur Zeit keine Ressourcen und Knowhow 
gibt, wird daher im RadioMed-Projekt sehr eng mit 
der ML Mikrolithographie Service GmbH Jena zu-
sammen gearbeitet, als ein langjährig erfahrener 
und kompetenter Dienstleister für Fotolithographie 
(hervorgegangen aus ML&C Jena; jetzt: Compugra-
phics Jena GmbH).  

Im Rahmen der Projektarbeit werden alle geplan-
ten Kooperationen zur Laserstrahllithographie bei  
der ML Service GmbH mit dem DWL 66 in Abb. 
7 realisiert. 

 
Abb.  7   Laserstrahlbelichtungsanlage DWL 66 

Erste Ergebnisse zeigen die Abbildungen 7 und 8 - 
mit positivem Erfolg wurden Auflösungen von klei-
ner 1,0 µm erreicht.  

 

Abb. 8 Aufgelöste Strukturen (Stege) <1,0 µm im AR-P 3540 MIF 

 

Abb. 9 Aufgelöste Strukturen (Löcher) <1,0 µm im AR-P 3540 MIF 
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5. Allresist auf der Semicon China 2014 

Gemeinsam mit unseren Partnern in China, der 
GermanTech Ltd., Beijing, und dem German Inno-
vation Center, Changzhou, war Allresist auf der 
Messe Semicon China vom 18. – 20. März vertre-
ten. Das Interesse an unseren Produkten der 
überwiegend chinesischen Kunden war groß, es 
gab viele Anknüpfungspunkte für eine spätere Zu-
sammenarbeit. Ein Höhepunkt war der Besuch von 
Prof. Baoqin Chen, dem Leiter des Institute of 
Microelectronics Chinese Academy of Sciences, 
der die führende Kapazität auf dem Gebiet der 
Elektronenstrahllithographie Chinas ist. Er hatte 
sehr gute Ergebnisse mit unserem E-Beamresist 
CSAR 62 erzielt und freute sich über die ausführli-
che fachliche Diskussion in Peking.  

 

Abb. 10 Besuch von Prof. Baoqin Chen auf unserem Stand 

Wir waren mit unserem Stand im „Deutschen Pa-
villon“ vertreten, somit konnten wir den guten Ruf 
des „Made in Germany“ gezielt stärken.  

  

Abb. 11 Das Standteam auf der Semicon Shanghai 

Der Besuch in China wurde von uns genutzt, um 
einige unserer Kunden bzw. künftige Kunden zu 
besuchen. In China ist das Interesse an kundenspe-
zifischen Lösungen genauso groß wie in Europa. 
Insofern werden sich die geschäftlichen Beziehun-
gen zwischen chinesischen Kunden und Allresist 
mit Hilfe unserer chinesischen Partner weiterhin 
vertiefen.  

Es ist uns immer wieder eine besondere Freude 
nach China zu kommen und die Gastfreundschaft 
dort zu genießen. Auch deshalb entwickeln sich die 
chinesischen Auslandsgeschäfte so positiv für uns.  

 

 

Wir hoffen, dass für Sie Anregungen dabei waren und ermutigen Sie, uns Ihre Wünsche mitzuteilen. 
 

Die nächste Ausgabe der AR NEWS werden wir Ihnen wieder im Oktober 2014 vorstellen.  
Bis dahin wünschen wir Ihnen und uns viel Erfolg. 

 

Strausberg, 06.05.2014 
Matthias & Brigitte Schirmer  

im Team der Allresist 


